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 RFID タグは従来のバーコードと比較して記録可能な情報量が多く、書き換えが可能といったメ

リットがあり、ユビキタスネットワーク社会で今後重要な役割を担うと考えられる。しかし、高

コストであることが問題点となり、普及を妨げている。そこで現在、印刷プロセスにより RFID

タグを作製することによる低コスト化が検討されている。 

 一般的に、有機半導体は無機半導体に比べて低移動度、低動作速度といった欠点を持つ。そこ

で本研究では、Fig. 1 に示す段差型有機トランジスタ(Step-edge Vertical-Channel Organic Transistor：

SVC-OFET)を用いた。このトランジスタは横型の有機トランジスタと比較して短チャネルであり、

塗布法で有機半導体層を作製した素子において、1.5 MHz のカットオフ周波数が報告１）されてい

る。本報告では、印刷プロセスに適用可能、かつ柔軟性、軽量性を持つ SVC-OFET を用いて、RFID

タグのアンテナとトランジスタ部分を一体化させたアクティブアンテナ(Fig. 2)を作製し、その特

性評価を行った結果について述べる。また、SVC-OFET の有機半導体層として用いる材料と成膜

条件、さらにはアクティブアンテナの作製プロセスの検討を行い、SVC-OFET の素子特性、およ

び 13.56 MHz 帯における情報タグシステムの変調測定を行った結果について報告する。 
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